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0 自作集積回路・装置室 

      

    
自作集積回路・装置室 (入口より)       西澤先生の教え (財)半導体研究振興会と西澤記念資料室 

  
自作集積回路の設計・製作 (パネルと資料)     自作装置(Si 成長装置用ガラス配管(右)、大気圧 CVD 装置(左)) 

0  自作集積回路・装置室 

1  設計 (1) CAD 
2  設計 (2) レイアウト 
3  フォトマスク作製、フォトリソグラフィ 
4  ウェハプロセス (1) (工程､エッチング) 
5  ウェハプロセス (2) (酸化・拡散､CVD) 
6  ウェハプロセス (3) (イオン注入､蒸着・スパッタ) 
7  IC テスタ 
8  試作 IC (1)  
9  通信速度と遠隔病理診断の進化 
10 遠隔医療の革命 
11 ハイビジョン動画による遠隔診断デモンストレー 

ション 
12 後工程と検査・測定 
13 試作 IC (2) 並列画像処理、集積化容量型圧力 

センサ 
14 深い反応性イオンエッチング (Deep RIE  

(Reactive Ion Etching)) 
15 正しいプロセスチャートの書き方 

16 Si 気相エピタキシャル成長と欠陥の光学的検査  

(半導体研究振興会) 
17 半導体研究振興会から西澤潤一記念研究セン 

ターへ 
18 西澤記念資料室  

ポスター 
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1  設計 (1)  CAD 

自作装置による CMOS 集積回路の設計・試作 

  

 

  

DEC社 LSI11 に接続したディスプレイ (ヤマハ社 SIT 使用) レイアウトエディタは Fortran で自作(プログラミングの勉強) 

 

  

設計したレイアウトを出力するはフォトプリンタ    フォトプリンタで透明フィルムに出力したマスク原版 

 
(江刺正喜 : 大学での LSI 製作と教育, 電子通信学会誌, 68, 1 （1985）50－52) 

(江刺正喜、小松昭雄、芦部稔、大友雅彦 : カスタム LSI 設計・作製システムの試み (1) (システムの概要), (2) (設計環境), (3) (NMOS プロセスと評価), 昭和

58 年電子通信学会総合全国大会, 401-3 (1983)) 
(江刺正喜、増田篤司、松尾正之 : LSI 設計用 CAD システム, 電気関係学会東北支部連合大会、2D-13 (1985)) 
 

(安浦助手) 
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2 設計 (2)  レイアウト 
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3 フォトマスク作製、フォトリソグラフィ 

 

        

縮小カメラ 

  

パターン検査用カラーキー     フォトリピータ 

 

   

スピンナ (レジスト塗布)とベーキング炉  マスクアライナ(左)と両面露光用ステージ(右) 
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4 ウェハプロセス (1) (工程、エッチング) 

 

  

   

EPW による Si エッチャ、熱リン酸による Si3N4エッチャ、Si 電解エッチング装置     純水製造装置 

      

Si Deep RIE (深い反応性イオンエッチング)装置 (1992)  Si Deep RIE のウェハ貫通エッチングによる振動ジャイロ 

 
(M.Takinami, K.Minami and M.Esashi : High-Speed Directional Low-Temp. Dry     (J.Choi, K.Minami and M.Esashi : Application of Deep Reactive Ion Etching 

Etching for Bulk Silicon Micromachining, 11th Sensor Symp. (1992) 15-18)        for Silicon Angular Rate Sensor, Microsystem Tech., 2, 4 (1996) 186-199 
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5 ウェハプロセス (2) (酸化・拡散、CVD) 
 

        

酸化拡散炉        RF 加熱常圧 CVD 炉 (Si3N4、SiO2、Poly-Si) (現物展示) 

       

TEOS (テトラエトキシシラン)ソース Al2O3-SiO2 CVD 炉            SiO2用 低温 CVD 炉 
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6 ウェハプロセス (3)  (イオン注入、蒸着・スパッタ) 

  

    イオン注入装置 (アクセレレータ社 200MP 中古) 

  

 Al, Cr-Cu-Au 蒸着装置    マグネトロンスパッタ堆積装置 
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7   IC テスタ 

 

    

          自作 IC テスタのブロック図 

  

 ピンエレクトロニクス (IC 端子への接続部)   ボード接続図 

(江刺正喜、大友雅彦 : 機能試験用 LSI テスタの製作, 昭和 59 年電気関係学会東北支部連合大会、2D21 (1984)) 
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8 試作 IC (1) (チャネル長 10μm) 

 

  

ビットシリアル並列画像処理 IC    体内用テレメータ用 IC 

(江刺正喜 : 「半導体集積回路設計の基礎」1986 年 培風館)         (徐 敦、江刺正喜、松尾正之 : 体内埋込みテレメトリシステム用 CMOS 
              カスタム LSI の試作, 医用電子と生体工学, 25, 2 (1987) 128-134) 

    

共通二線式触覚センサアレイ用 IC  高温用 SOS (Si on Sapphire) CMOS オペアンプ IC 

(M.Esashi and Y.Matsumoto : Common Two Lead Wires Sensing System,   (江刺正喜、大高章二、松尾正之 : 高温用集積回路と高温用圧力センサの試作, 
Transducers'91, San Francisco, USA (1991) 330-333)  電子通信学会半導体トランジスタ研究会、SSD86-57 (1986) 67-74) 

               

多値論理 IC           スイッチトキャパシタ IC による直接接合容量型圧力センサ 

(M.Kameyama, T.Haniyu, M.Esashi and T.Higuchi : An NMOS Pipelined      (S.Shoji, T.Nisase, M.Esashi and T.Matsuo : Fabrication of an Implantable  

Image Processor Using Quaternary Logic, IEEE Int. Solid-State Circuit     Capacitive Type Pressure Sensor, The 4th Int. Conf. on Solid State Sensors 
Conf., San Francisco, USA (1985) 86-87)    and Actuators, Tokyo, Japan (1987) 305-308) 
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9  
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11  
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12 後工程と検査・測定 

 

       20mm 角ウェハ上に製作した CMOS LSI 

 

  

ウェハプローバ       ダイサー 

 

  

  超音波ワイヤボンダ   微小はんだ付け(導電性接着) 装置 

 

  

    表面段差計     オージェ電子分光計 
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13 試作 IC (2) 並列画像処理、集積化容量型圧力センサ  
 

   

     バレルシフタ IC  バレルシフタによるメモリ・プロセッサ間スイッチングネットワーク(展示) 

  

    並列画像処理による輪郭抽出の例 

   

DEC 社 LSI-11 接続バレルシフタ利用並列画像処理装置 ウェハレベルパッケージングによる集積化容量型圧力センサ 

(江刺正喜、松尾正之 : カスタム LSI を用いた LSI パターン設計用ワーク    (松本佳宣、江刺正喜 : 絶対圧用集積化容量形圧力センサ, 電子情報通信学 
ステーション, 昭和 59 年電子通信学会総合全国大会、404 (1984) 67-74)    会論文誌 C-II, J75-C-II, 8 (1992) 451-461) 
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14 深い反応性イオンエッチング (Deep RIE (Reactive Ion Etching)) 

 

    
東北大学の低温 Deep RIE 装置と貫通エッチングによる振動ジャイロウェハ (右) 
(M.Takinami, K.Minami and M.Esashi,11th Sensor Symposium, (1992) 15)      

 

 
(F.Laermer (R.Bosch), Comprehensive Microsystems, Elsevier (2007) .217) 

 

 
 

アルカテル社の Deep RIE 装置 (展示) SPP Technologies (住友精密工業)社の装置 
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15 正しいプロセスチャートの書き方  
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16  Si 気相エピタキシャル成長と欠陥の光学的検査 (半導体研究振興会) 

  
 Si 気相エピタキシャル成長装置 (配管部展示) 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reichert 社製 位相差顕微鏡       位相差顕微鏡による結晶欠陥の観察 (寺崎健 : 5.欠陥の 

   光学的方法による観察、半導体研究 7 (1971) 工業調査会) 
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17  半導体研究所から西澤記念研究センターへ 

 財団法人 「半導体研究振興会」は、産学共同のパイオニアとして、1961 年に設立され、以来半世紀近く、賛助会員か

らの支援のもと独創的な研究を重ね、その「半導体研究所」で半導体電子工学の分野で多くの成果を上げてきた。 

 2008 年から東北大学の「西澤潤一記念研究センター」として、「試作コインランドリ」を含む「マイクロシステム融合研究

センター(μSIC)」の拠点となっている。 

      

仙台市川内に在った「半導体研究所」    現在の「西澤潤一記念研究センター」        西澤潤一 名誉所長 

 

       

  pin ダイオードから静電誘導トランジスタ(SIT)や静電誘導サイリスタ 

   

 

 屈折率分布型光ファイバ    蒸気圧制御温度差法による液相結晶成長   フォトキャパシタンス自動測定装置 

        (高輝度発光ダイオードなどの製造)  
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18   西澤記念資料室 

 

  
 
西澤記念資料室は、西澤潤一先生が半導体材料の技術開発を行った研究場所である旧半導体研究所内に、「光通信

発祥の地」ゆかりの資料等を保存・展示し、今後の教育研究に活用するとともに、広く一般に公開するための施設です。 

仙台市川内、東北大学入試センター内。 (開館時間 9:00 ~ 16:00 問合せ 022-795-4804) 

 http://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/establishment/01/establishment0107/ 

http://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/establishment/01/establishment0107/

